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I n BHen dVpa- substrate as in the first axbedimdnhiyer (12)’; S ofrsgidhbodes! layan@4)sdmdwn t hat t he
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thick silstepsoisai d support substrate (100) i ntediegdade Teije deyrhegrabanem Sthiphbi14)
above an i niomhing dlaver phailicpn pitide @Pianieness of  nigdmarkichepaseibeeen. this | ayer
is i ndepéﬂ’i@i@?ﬂ sifpce; ¢fcsaid pptiaxiabslisonfyarhe epi ta&‘F‘H‘I dgr :ppgrabenen Seltioht €R) P eifedwn.
4. The méiPod as recited jn O aim3, whereindrigendiemitel, @éc@ﬁﬂ‘ef"a%ﬂéﬁ’ pile

silicon d| Q;grna%g @3 Iaysg (Bl) Bv\ﬁaltpla(fcﬁs (12A)_der epitaktischen Schicht nicht merkhch
on sai d stlr at e h t hat sa'lfuﬁ |“Y‘ib&‘ ﬂ'edﬁ’ F‘fg‘FQWf‘S flGA)
formed on_ s 'f"&'"% ) assAa a orm ng a‘a i R aC Ot 2 e iinne
taxial sit¥ egf :ef °(’:' )taé:g&,é ai (;l6 seco %‘ rschich vzu Ide"l\/lu @ a4 9
EP 0 207 g |t| n tem re m order to formr§ r( q! I'condi oxi de during
sai d bonggng 1k o850 angrei ft 2m9§Qﬁ'Qn ﬁ&hsln Irdch -1, bBiOveRh&R -ein

urn der zwel ten Le| tungsart nicht merklich afeit dé Silididmsu hg),ﬂg% haideh &R

reclyeq, ivho Ghahod & ro¥ild8T iR Glaim 1, wherein Al ZeN Mak Qird 0Bk d6dsenl GrbisiaGdr Tofl in®
begr abenesaadsd cshgtie SkygBPidhd MchSakd fh-EPbd aXi ablenBérbtbi MBmittel¥fert wis. SChi cht
(14) bedmpiscaatieduse witthi thalkdngsstianotl2) to a support substrate (100)

conpri sest s 10¢8 ions/cie bt af lBhergyof @60K@M saide | t en 3At Yerlahrbre hach Gaspratarili Bsi vixichgs daf :
terliegene® réadtihge witle said egitasillesiiesn Bgdri cht ( 143chfito des Bogdiegs! day epitaldiéchen Schizbin
nitride (sB€) thansald buriedilayet ismeaniphisedhotangr ei f t (12)rad,dae Xggmalistati(100) die fdfengan d
epi t axi alsilisenaxiden | ayer At zen der begrabedabitteSptaftht (14) in einem (12);

10 dritten Atzmttel, das darunterli egeﬂéb“d?'elq'@ff‘-é#‘mtngusasgk'moﬂdayer
(18) ofr Stpmetind pregited in C'a"(' 120pereiner  epi t akt i GEMevf Sivpr isqﬂegqndempb?ﬁﬁcm 98
nitride | ay#id firfpgtchant comprises a solutlon of epntgktnschera.ﬁ sq;qlcht i e

dar unt er I'W%’ %Efé ri“t"l‘ie?ﬂdea‘ﬁ? %Q\f d gl ass P, § a“s Slizun-
(12A) der Lﬁg' daf Tra-¢ gas fsl"‘?f’%t { %6’}‘3’1“?&0
cont act ; '" °’d°”°'mp"°" 100) ver b é @ gundg
sai d glas lezaég/% ou mb eth ;‘L HaI b rg r e 2\% %%1 ung
glass tr ep eer to for %

:sl'glbiSt (rjgts | ledrocat chol ac,d 2 Ve a rengnach ns ruc el vvel chem ein

Bstrats (10) mechani’ SCQ e%rfahr@n n&h%ﬁcn%dbé?svel&%ﬁ' difd in
aaim i’ateHlQﬁ‘J Riche fernt wird, bevor 246RS BefkchY ABB) £k EHRIGRGxoIEldrcH N
sain i ons Corrprl se oxygen ions which are i m waeStum rgeﬂrﬁg@;:suegt@mm@)ego
entfermt vkthtEon 20mPédoninePdidAshtHael-Ni N the gebi@e w& daBXdié QUi dier-epiakitisché I |

i ons/ [ er rigrschichtouiit @ner gy weentiidhéh kimnsiti-Saiad 3. Siti2lisbiidht 12) Njabilde®NSidiud aifaxid-,

bei wel cloben thizke,i avh e eachioigarg Hablbitesai d epi t schicktl (16A) Ivisbrend HesyBanding SSeihes { t
des Bondistrgdurete musgpbiltdatkverdenhinnése lwebht such mhhabr it Sehicht d18B) ausdiliziumdio-
conpr i seckhef die folgenden Schitle wnfalfas Tr ager subst r @4 in(Be@Biunglkasnftol genden sil i con
oxi de. Aufwachsen einer epitaktischen Siliziumschicit5 Schritte unfalt: Ausbil den eaner
Schi cht diA oBer pwaitemiriyngset 7uf e Filbt herd &s Vesiehrer fach ringiiveghh. bei welchera der:
(16A) aufzumspRsiat(10bpiner srstlen delinaspier f | ache der Sl flep j Boagens dep ppttakisshasr Pltes a
sol ution '@f’:;‘r;‘e'e“ % i 10980t ins dife APERIEENS| s chi CHT"‘%’ ik (‘% r"l!ﬁ TEgerpubstran i(10P) c
and acet I;I: i R

"e im wepardlichen daB Wle
drogen p d)ég 1‘ 4I) nptag "Bg.lnlcy :gl gsgnlgﬁn oi % ﬁsv mznummter
Tr ager subkEj?d 'i'°H (bt edni n®or der '"?"I ZIJQ%C AR 99 eritgiy
berthren 108, e lcﬁev cf’ eq?ggﬁ Se@ecgggegrg@

er
Qerthre Qggig s o 4 Q Glasschlcht (ﬁ?) s OF""Q
et hyl ene- Bondm iemibchen ﬁlﬁﬂte\qﬁ av( & O) um eb&rﬁrk fa R Glasschicht (18) und das
di am ne- pigdaksatsgaifo), aci and yl gpe- Trﬁgersubsﬂ%’l’ﬁ&ﬁ Rdhdér'bdRiAren und
auszubi | d&gerndd &H@%nﬁiuﬁ\@ﬂd@ﬂd’t@@@f @rﬁlh@s aci d.  erwirmen der Glassehithtd(18)\UBE( iRb GRE-
nach Ans eldehbafien T6ils duPlepifbRiECbN NSRBI €Nt aNS PiBéfdaRgstemperatur, um eine Bindung an

-zZwei te Sahiemdin érdteid)Ataitol, dak | SilizuAidderoi d dur Clem Trigersubstrat (100) auszubilden.

UL i

(=" P
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